



















































































































目 白 押 し ―NGL'03
（ N e x t  G e n e r a t i o n  
L i thography）/Work 
Shop）のトピックスから―






























































































































































































































































1000℃）・高圧（30 ～ 100 気圧）
の条件で反応させる方法のみであ
り、より簡便な方法が求められて
いる。更に、従来の単層カーボン
ナノチューブの製造法では、金属
性を示すものと半導体性を示すも
のが混在して生成するために、電
子デバイス等へ応用するためには
これらを作り分けることが重要な
課題となっている。
　東大大学院工学系研究科の丸山
茂夫助教授らのグループは、従来
の炭化水素の代わりにアルコー
ルを原料として用い、多孔性無機
材料であるゼオライトおよび金属
（鉄／コバルト）からなる触媒に接
触させることにより、従来法に比
べ高純度・低温で単層カーボンナ
ノチューブを合成できることを見
出しているが、2003年 7月 23～
25日に開催された第25回フラー
レン・ナノチューブシンポジウム
で最近の研究成果が報告された。
　シリコン等の基板上に単層カー
ボンナノチューブを直接合成する
ことは、単層カーボンナノチュー
ブを電子デバイス等に利用する際
の有力な手法の一つであるが、そ
の際、合成温度を出来るだけ低く
することが要求される。シリコン
基板上に触媒（モリブデン／コバ
ルト）を分散し、温度を上昇させ
た後、アルコールと接触させたと
ころ、650℃という低温でも高純
度の単層カーボンナノチューブが
シリコン基板上に生成することが
分かった。石英基板上でも同様の
結果が得られた。
　また、アルコールを原料として
合成した単層カーボンナノチュー
ブについて、金属性と半導体性の
含有比率を評価する方法の検討を
行い、可視近赤外蛍光スペクトル
が有力な評価法であることを確認
した。今後、金属性単層カーボン
ナノチューブと半導体性単層カー
ボンナノチューブの作り分けを目
指し、合成条件との関連を調べて
いくとの事である。
　アルコールを原料とする単層カ
ーボンナノチューブ合成法は最近
になって見出された方法であり、
合成条件の最適化などにより更に
発展する可能性があると考えられ
る。今後の展開に期待したい。
製造分野
